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NOTA: RESPONDER EN LOS HUECOS DEJADOS PARA TAL FIN, CON BOLIGRAFO AZUL O NEGRO. NO SE CORREGIRA
NADA ESCRITO FUERA. EN LA CORRECCION SE TENDRA EN CUENTA TANTO EL DESARROLLO COMO EL RESULTADO.

Problema 1 (15 puntos)
Del circuito de la figura 1.1 se conocen los siguientes datos:
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a) Calcule el valor del desplazamiento o del resistor variable R, para que el resistor R, no se
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(10 puntos)

Problema 2
Dado el circuito de la figura 2.1
Rt ; 2 Ro
Vs
JdE —— Datos: E=10V
= O, 4 ™ R.= 48 Qpara T,=25°C con CTR = 400 ppny/°C
R, =3842 R,=804 R;=6012
S ¢
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=
figura 2.1
a) Calcule el valor de la temperatura ambiente (T,y sila Ve=250mV. {10 ptos)
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Problema 3 (20 puntos)
Del circuito de fa figura 3.1 se conocen ios siguientes datos:
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Problema 4 (20 puntos)

Del circuito de la figura 4.1 se conoce:
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figura 4.1

a) Indique, justificadamente, la zona de funcionamiento del transistor T cuando el diodo se
encuentra trabajando en la zona Zener. (5 ptos)

S Deooded o B Hoee, Sl Ve hgig 5
‘\égé‘ﬁ ﬁimg’; = By -AeY -5V < iféé‘wsé' waé%&}é + el ou f%{‘“hv’}%‘

p) Calcule los valores de R; que hacen que el dicdo funcione siempre en la zona Zener Sin
guemarse. ) {15 ptos)
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Probiema 5 {5 puntos)
Se dispone de un cristal semiconductor de Silicio (longitud -7 em y érea § = 5 mmr, en ol cual se
han difundido homogéneamente atomos de Galio (trivalente) en una conceniracion de /0% em”, a
una temperatura de 300K

DATOS: o cqui@em)’; Leydel producio n/ - wpy gl 61070
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a} Calcule la concentracién de portadores mayeritarios ¥ minoritarios en ia pastilla de Silicio antes
mencionada, 46 _3 2 {2 ptos}
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b) Caicule la corriente que circuiara por la pastilla si le aplicamos una diferencia de polencial de
3V entre sus extremos. - 1{3 ptos)
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Problema 6 {10 puntos)

a} Dibuje la curva de desvataje del componente, justificando todos los valores, incluyendo el vaior
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Problema 7 (20 puntos)

Del circuito de 1a figura 7.1 se conoce:! . ? Vro W\
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figura 7.1
a) Calcular el valor de R, para que la tension en la carga Vi sea de 4V (20 ptos)
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